TRANZYSTOR
¥ BC211

Tranzystor krzemowy epiplanarny $redniej mocy matej

czestotliwoscei.

Jest przeznaczony do stosowania:

— w stopniach sterujacych odchylania poziomego odbior-
nikéw telewizyjnych }

— w stopniach wyjéciowych wzmacniaczy czestotliwosei
akustycznej w zakresie do 3W

— w, stopniach sterujacych wzmacniaczy Hi-Fi

— w ukladach przelaczajacych $redniej szybkoSei

Tranzystor BC211 jest komplementarny do tranzystora

BC313.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO39(CE23).
Kolektor jest polgczony elektrycznie z obudows.

DANE TECHNICZNE
Wartoéci dopuszezalne parametréw eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-

-baza Ucao 80 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucko 40 v
Napiecie emiter-baza Ueso 5 v
Prad kolektora Ic 1 A
Moc catkowita

przy tems = 298 K

(25°C) Piot 0,8 w

przy tease = 298 K

(25°C) Piot 4,25 w
Temperatura zlgcza ty 448 K

(175 °C)
Temperatura sktado-
wania tstg 208...448 K

(—85...+175 °C)
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SWW 1156-221

Parametry statyczne

przy tams = 298K
(25°C) min. typ.
Prad resztkowy
kolektor-emiter
. przy RBE = 0, )
chs =40V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ig =0,
Ic=100pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Is =0,
Ic = 30 mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,
I =100pA

maks.

Ices —_ - 100 nA

Usrycso 80 — -V

U sr)cEo 40 —_ -V

U Br)EBO 5 — -V

Wspbiczynnik

wzmocnienia prg-
dowego*
przy Ic = 150 mA,
Ucg=2V hyr ki.6 40 — 100 —
kl. 10 60 — 160 —
kl.16 100 — 250 —
przy Ic = 500 mA,
Ucg=2V har
Stosunek wspbiczyn-
nika wzmocnienia
pradowego dobra-
nych par*
przy Ic = 150 mA

* h
Uce =2V 21E (1)

hae @ 08 — 1,25 —
Napiecie nasycenia ’
kolektor-emiter
przy Ic = 1A,
Ig= 0,1 A

Ucgsat - 04 1 v
Parametry dynamiczne

przy tams = 298 K

(25°C) min. typ.
Czestotliwo$é gra-

niczna

przy Ic = 50 mA,

Ucg =10V,

f = 50 MHz fr 50 300 — MHz

* Podzialu na klasy oraz dobieranie w pary dokonuje sie¢ na
7yczenie odbiorcy okre§lone w zamoéwieniu.

Przyktady
BC211 kl. 6 — dla klasy wybranej
2XBC211 — dla pary zwyktej
BC211/BC313 — dla pary komplementarnej.
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Pojemno$é kolektor- Czas wylgczania
-baza przy Ic = 100 mA,
przy IE = 0, 131 = —Ip, = 5 mA torr - 400 850 ns
ch =10 V, .
f=1MHz Ceno _ 8 %5 pF Parametry termiczne
Czas wigczania Rezystancja termiczna
przy Ic = 100 mA, zlacze-otoczenie Ring-ay 187 K/W
Ipy = —1Ig; =5mA ton — 80 250 ns zlgcze-obudowa Ring-c 35 K/'W
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Zalezno§é temperaturowa pradéw zerowych Ices;
Icpy = f (tamb)

Zalezno§é temperatﬁrowa mocy strat od tempera-
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Charakterystyka wyjsciowa Ic =f (Ucg); Ig — pa-
rametr

Zaleznoéé statycznego wspblezynnika wzmocnienia
pradowego od pradu kolektora heie = f (Ic)
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Ucgsat; Upesat = f (I¢)
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Zalezno§¢ napiecia nasycenia; od pradu kolektora
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Zalezno$é pojemnosci zlgez od napiecia Cgpo =

= f (Ugpe), Ccro = f (Ucso)
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AUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW ,,TEWA”

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR
UNITRA
UNIZET

BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435




